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前言

　　微电子（Microelectronics）技术和集成电路（Integrated Circuit，IC）是20世纪的产物，是人类智
慧的结晶和文明进步的体现。
信息社会的发展，使得作为信息社会食粮的集成电路得到迅速发展。
国民经济信息化、传统产业改造、国家信息安全、民用电子和军用电子等领域的强烈需求，使微电子
技术继续呈现高的增长势头。
未来若干年，微电子技术仍然是发展最活跃和技术增长最快的高新科技领域之一。
在这种情况下，越来越多的线路和系统设计人员参与到微电子系统的研制中，或者需要将其已开发的
线路和系统实现集成化。
微电子技术已成为非微电子专业的电子信息科学类和电气信息类的本科生和研究生应该掌握的专业基
础知识，越来越多的大学为非微电子专业的同学开设了关于微电子基础教育的课程，需要有相关的合
适教材。
本书编者于1995年出版了“八五”统编教材《微电子技术概论》，多次加印，使用至今。
为了适应微电子技术的发展，现对该教材进行全面的补充、修订，列入普通高等教育“十五”国家级
规划教材，由高等教育出版社正式出版。
　　考虑到未来20～30年内硅微电子技术仍然是微电子技术的主体，本教材以硅集成电路为中心，分7
章，重点介绍集成器件物理基础、集成电路制造工艺、集成电路设计和微电子系统设计、集成电路计
算机辅助设计（CAD）。
本教材的参考学时为46学时。
　　本教材在编写中注意体现下述特点：　　（1）从物理概念入手，结合工程实例，介绍集成器件
物理基础、集成工艺原理、集成电路和系统的设计特点和方法，对学生进行微电子基础知识的教育，
为以后参与微电子系统研制工作奠定基础。
　　（2）以物理概念为重点，介绍集成器件物理原理，同时给出定量结论，使同学们在理解器件原
理时不致感到太抽象。
　　（3）介绍工艺原理时，同时介绍双极和CMOS工艺过程，以CMOS为主。
在介绍工艺基本原理基础上同时介绍微电子工艺技术的最新发展情况。
　　（4）介绍集成电路设计时，一方面介绍底层设计中各种元器件图形结构设计，使同学们能“看
懂”基本的集成电路版图；同时介绍专用集成电路（ASIC）基本设计方法，为从事集成化工作打下基
础。
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内容概要

　　本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材。
全书共7章，以硅集成电路为中心，重点介绍集成器件物理基础、集成电路制作工艺、集成电路设计
和微电子系统设计、集成电路计算机辅助设计（CAD）。

　　本书适用于非微电子专业的电子信息科学类和电气信息类的本科生和研究生，也可供从事线路和
系统集成化工作的技术人员参考。
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